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요약

    
본 발명은 " ㅁ" 자형 채널을 구현함으로써 소자의 집적화에 따른 온-커런트 감소를 방지하는 폴리실리콘 박막트랜지
스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표시소자의 제조방법에 관한 것으로서, 특히 폴리실리콘 박막트랜지스터
는 기판과, 상기 기판 상에 형성된 폴리실리콘층과, 상기 폴리실리콘층 상부에 절연되어 형성되고 폐쇄된 고리 형태를 
가지는 형태의 게이트 전극과, 상기 게이트 전극 내부 공간의 폴리실리콘층에 불순물이 주입되어 형성된 드레인 영역과 
상기 게이트 전극 외부 공간의 폴리실리콘층에 불순물이 주입되어 형성된 소스영역과, 상기 소스영역 및 드레인 영역과 
연결되는 소스전극 및 드레인 전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
    

대표도
도 2

색인어
폴리실리콘 TFT, 쇼트-채널, 집적도, 온-커런트

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 종래 기술에 의한 폴리실리콘 박막트랜지스터의 평면도 및 그에 따른 단면도.

도 2는 본 발명에 의한 폴리실리콘 박막트랜지스터의 평면도 및 그에 따른 단면도.

도 3은 본 발명에 의한 액정표시소자의 평면도.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명에 의한 액정표시소자의 제조방법을 설명하기 위한 공정단면도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호설명

11 : 유리기판 12 : 버퍼층

13 : 반도체층 13a : 소스영역

13b : 채널영역 13c : 드레인 영역

14 : 제 1 절연막 15 : 게이트 전극

16 : 제 2 절연막 17a : 소스전극

17b : 드레인 전극

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자(LCD ; Liquid Crystal Display Device)에 관한 것으로, 특히 소자의 구동특성을 향상시키는 
폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표시소자의 제조방법에 관한 것이다.

통상, 액티브매트릭스 액정표시장치는 스위칭소자로서 박막트랜지스터(TFT:Thin Film Transistor)를 주로 이용한다. 
상기 TFT 중, 비정질실리콘을 이용한 비정질실리콘 TFT는 이동도가 낮아 고속동작회로에는 적용하기 힘들다. 그러나, 
폴리실리콘 TFT는 비정질실리콘 TFT보다 이동도가 높아 구동 IC를 별도로 부착하지 않고, TFT가 배치되는 기판상
에 구동회로를 동시에 형성할 수 있어, 구동 IC와 관련된 비용도 줄일 수 있고 실장도 간단해진다.

다만, 구동회로의 내장에 의해서 소자의 고집적화가 요구되는데, 이에 따라 채널영역의 크기가 작아져 온-커런트를 감
소시킨다는 문제점이 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래 기술의 폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표시
소자의 제조방법을 설명하면 다음과 같다.

도 1은 종래 기술에 의한 폴리실리콘 박막트랜지스터의 평면도 및 그에 따른 단면도이다.

도 1을 참고로 종래의 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방법을 살펴보면, 우선, 유리기판(1) 전면에 실리콘산화물 및 
비정질 실리콘을 차례로 증착하여 버퍼층(2)과 비정질실리콘층을 형성하고, 상기 비정질실리콘층에 엑시머 레이저(E
xcimer Laser)를 이용한 어닐링(Annealing)공정을 수행하여 폴리실리콘층으로 결정화시킨다.

이 후, 결정화된 폴리실리콘층을 패터닝하여 반도체층(3)을 형성하고, 상기 반도체층(3)을 포함한 전면에 실리콘질화
물(SiNx) 또는 실리콘산화물(SiOx) 등의 무기절연막을 증착하여 제 1 절연막(4)을 형성한다.
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다음, 상기 제 1 절연막(4)을 포함한 전면에 알루미늄(Al) 또는 Al합금 등의 도전물질을 증착하고 사진식각(photolit
hography) 방법으로 패터닝하여 상기 반도체층(3) 상부의 소정 부위에 게이트전극(5)을 형성한다.

그리고, 상기 게이트 전극(5)을 마스크로 하여 상기 반도체층(3)에 불순물을 이온주입함으로써 소스/드레인 영역(3a,
3c)을 형성한다. 이 때, 상기 게이트 전극(5)에 의해 마스킹(masking)되어 이온이 주입되지 않은 반도체층은 채널영
역(3b)이 된다.

그런데, 소자의 고집적화에 따라 기존의 게이트 전극의 폭과 액티브 영역이 점차 작아지고 있는 추세인데, 이는 채널영
역의 폭(W:Width)과 길이(L:Lengh)가 감소함을 의미한다. 이와같이 채널영역의 단면적이 감소되면, 소스/드레인 영
역과의 접합면이 줄어들어 트랜지스터의 저항이 증가한다.

또한, 쇼트-채널(short-channel)로 그 구조가 변화할 경우 액티브 영역 내의 소스 영역과 드레인 영역에 전계(elec
tric field)가 집중됨에 따라 핫 캐리어 효과(hot carrier effect) 등 소자에 불량원인을 제공한다.

계속하여, 이온 주입공정 후, 상기 게이트 전극(5)을 포함한 전면에 무기절연막을 증착하여 제 2 절연막(6)을 형성하
고, 상기 제 2 절연막(6)과 제 1 절연막(4)을 선택적으로 제거하여 상기 소스/드레인 영역(3a,3c)의 소정부위가 노출
되는 콘택홀을 형성한다.

마지막으로, 상기 콘택홀을 통하여 상기 제 2 절연막(6) 상에 Al 또는 Al합금 등의 도전물질을 증착하고 사진식각방법
으로 패터닝하여 상기 콘택홀을 통하여 소스/드레인 영역(3a,3b)과 연결되는 소스 전극(7a) 및 드레인 전극(7b)을 형
성한다.

이로써, 폴리실리콘을 반도체층으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터가 완성된다.

한편, 상기 폴리실리콘 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시소자는 교차로 배열되어 화소영역을 정의하는 게이트 배선 
및 데이터 배선과 상기 화소영역에 형성된 폴리실리콘 박막트랜지스터와 화소전극이 있는 제 1 기판과, 컬러필터층과 
공통전극이 있는 제 2 기판과, 상기 제 1 ,제 2 기판 사이에 개재된 액정층으로 구성된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상기와 같은 종래의 폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표시소자의 제조방법
은 다음과 같은 문제점이 있다.

첫째, 기존의 폴리실리콘 TFT를 포함하는 소자가 집적화됨에 따라 액티브 영역의 크기도 감소하는데, 채널영역과 소스
/드레인 영역의 접합면이 줄어들어 저항이 증가하고 온-커런트가 감소하게 된다. 따라서, TFT를 동작시키기 위한 문
턱전압(threshold voltage)이 증가한다.

둘째, 쇼트 채널(short channel)로 그 구조가 변화할 경우 액티브 영역 내의 소스 영역과 드레인 영역에 필드가 집중됨
에 따라 핫 캐리어 효과(hot carrier effect) 등의 불량원인이 발생한다.

셋째, 집적화된 폴리실리콘 박막트랜지스터를 가지는 액정표시소자는 소자 구동시 온-커런트가 감소되어 구동특성이 
저하된다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로, " ㅁ" 자형 채널을 구현함으로써 소자의 집적화에 따
른 온-커런트 감소를 방지하여 소자의 구동특성을 향상시키는 폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이
를 적용한 액정표시소자의 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용
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상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 폴리실리콘 박막트랜지스터는 기판과, 상기 기판 상에 형성된 폴리실리콘
층과, 상기 폴리실리콘층 상부에 절연되어 형성되고 폐쇄된 고리 형태를 가지는 형태의 게이트 전극과, 상기 게이트 전
극 내부 공간의 폴리실리콘층에 불순물이 주입되어 형성된 드레인 영역과 상기 게이트 전극 외부 공간의 폴리실리콘층
에 불순물이 주입되어 형성된 소스영역과, 상기 소스영역 및 드레인 영역과 연결되는 소스전극 및 드레인 전극을 포함
하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
    

    
상기 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방법은 기판 상에 폴리실리콘층을 형성하는 단계와, 상기 폴리실리콘층을 포함
한 전면에 절연막을 형성하는 단계와, 상기 폴리실리콘층 상부의 절연막 상에 폐쇄된 고리 형태의 게이트 전극을 형성
하는 단계와, 상기 게이트 전극 내부 공간의 폴리실리콘층에 불순물을 주입하여 드레인 영역을 형성하고, 상기 게이트 
전극 외부 공간의 폴리실리콘층에 불순물을 주입하여 소스영역을 형성하는 단계와, 상기 게이트 전극과 절연되어 상기 
소스/드레인 영역에 연결되는 소스/드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    

    
그리고, 본 발명에 의한 액정표시소자의 제조방법은 제 1 기판 상에 폴리실리콘층을 형성하는 단계와, 상기 폴리실리콘
층을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계와, 상기 폴리실리콘층 상부의 절연막 상에 폐쇄된 고리 형태의 게이트 전
극을 형성하는 단계와, 상기 게이트 전극을 마스크로 하여 불순물을 주입함으로써 소스/드레인 영역을 형성하는 단계와, 
상기 소스/드레인 영역과 연결되는 소스/드레인 전극을 형성하는 단계와, 상기 드레인 영역과 연결되는 화소전극을 형
성하는 단계와, 상기 제 1 기판에 대향하도록 제 2 기판을 합착한 후, 그 사이에 액정을 주입하는 단계를 포함하여 이루
어지는 것을 특징으로 한다.
    

이와같이, 본 발명은 TFT소자의 집적도를 높이면서 온-커런트의 감소를 막기 위해 게이트 전극을 " ㅁ" 자형으로 형
성하여 채널의 구조를 " ㅁ" 자형으로 하는 것을 특징으로 한다.

즉, 실제 드레인 면적은 종전과 동일한 크기로 유지하면서 드레인 영역의 네 모서리와 접합면을 가지도록 채널영역을 
형성함으로써, 기존의 박막트랜지스터보다 채널의 폭이 넓어지게 하는 효과를 가진다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표
시소자의 제조방법을 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명에 의한 폴리실리콘 박막트랜지스터의 평면도 및 그에 따른 단면도이다.

도 2를 참고로, 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방법을 살펴보면 유리기판(11) 전면에 실리콘산화물을 증착하여 버
퍼층(12)을 형성하고, 상기 버퍼층(12) 상에 플라즈마 CVD(chemical vapor depostion)로 비정질 실리콘을 증착한 
뒤, 그 위에 레이저 등으로 열을 가하여 급속히 용융 및 응고시켜 비정질실리콘을 폴리실리콘으로 결정화한다.

결정화 과정을 마친 후에는, 상기 폴리실리콘층을 패터닝하여 반도체층(13)을 형성하고, 상기 반도체층(13)을 포함한 
전면에 SiNx 또는 SiOx 등의 무기절연막을 플라즈마 CVD 방법으로 적층하여 게이트 절연막(14)을 형성한다.

이 후, 상기 게이트 절연막(14) 상에 저저항의 금속을 증착하고 사진식각(photolithography) 방법으로 패터닝하여 " 
ㅁ" 자형의 게이트전극(15)을 형성하고, 상기 " ㅁ" 자형의 게이트 전극(15)을 마스크로 하여 상기 반도체층(13)에 
n+불순물을 이온주입함으로써 소스 영역(13a) 및 드레인 영역(13c)을 형성한다.

이 때, 소스영역(13a)과 드레인 영역(13c) 사이의 이온주입이 되지 않는 영역은 채널영역(13b)이 되는데, " ㅁ" 자형
의 게이트 전극(15)을 마스크로 하였으므로 채널 영역도 " ㅁ" 자형이 된다. 따라서, 드레인 영역과 채널영역이 접하는 
접합부위의 폭이 W1+W2+W3+W4길이로 보다 길어져 소자의 집적화에 따른 쇼트-채널 구조의 문제점을 극복하게 
된다.
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이온 주입 공정 후에는 레이저를 이용하거나 450℃정도의 열처리 등을 이용하여 주입이온을 활성화시킨다.

그리고, 상기 게이트 전극(15)을 포함한 전면에 SiNx 또는 SiOx 등의 무기절연막을 스퍼터링방법으로 적층하여 층간
절연막(16)을 형성하고, 상기 층간절연막(16)과 게이트 절연막(14)을 선택적으로 제거하여 상기 소스/드레인 영역(
13a,13c)이 노출되는 콘택홀을 형성한다.

마지막으로, 상기 콘택홀이 매립되도록 상기 층간절연막(16) 상에 저저항의 금속을 증착하고 사진식각방법으로 패터닝
하여 상기 소스 영역(13a)에 연결되는 소스 전극(17a) 및 상기 드레인 영역(13c)에 연결되는 드레인 전극(17b)을 형
성한다.

여기서, 상기 게이트 전극(15) 및 소스/드레인 전극(17a,17b)은 알루미늄 또는 구리 등의 단일금속층으로 하거나 또
는 알루미늄층 상에 몰리브덴(Mo), 우라늄(W), 크롬(Cr), 백금(Pt) 등의 금속을 적층한 이중금속층으로 한다.

이로써, " ㅁ" 자형의 채널영역을 가지는 폴리실리콘 박막트랜지스터가 완성된다.

이와같이 형성된 폴리실리콘 박막트랜지스터는 채널영역과 드레인 영역과 접하는 접합부위의 폭이 길어지기 때문에 소
자가 고집적화되더라도 온-커런트가 감소될 염려가 없다.

한편, 도 3에서와 같이 " ㅁ" 자형의 게이트 전극(115a)을 마스크로 하여 형성된 " ㅁ" 자형의 채널영역을 가지는 액정
표시소자의 제조방법을 살펴보면 다음과 같다.

도 3은 본 발명에 의한 액정표시소자의 평면도이고, 도 4a 내지 도 4f는 본 발명에 의한 액정표시소자의 제조방법을 설
명하기 위한 공정단면도이다.

먼저, 도 4a에서와 같이 제 1 기판(111) 전면에 SiO2 등의 실리콘산화물과 비정질실리콘을 차례로 적층하여 버퍼층(
112)과 비정질실리콘층(122)을 형성하고, 결정화 공정을 실시하여 상기 비정질실리콘층(122)을 폴리실리콘층으로 
전환시킨다. 이 때, 결정화 공정은 통상, 엑시머 레이저를 이용한 열처리(Excimer Laser Annealing)를 통해 수행된다.

결정화 공정이 끝난 후에는, 도 4b에서와 같이 상기 폴리실리콘층을 사진식각공정으로 패터닝하여 반도체층(113)을 
형성한다.

다음, 도 4c에서와 같이, 상기 반도체층(113)을 포함한 전면에 실리콘질화물 또는 실리콘산화물을 도포하여 게이트 절
연막(114)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(114) 상에 저저항의 금속을 증착하고 사진시각공정으로 패터닝하여 복수
개의 게이트 배선(115) 및 상기 반도체층(113) 상의 소정 부위에서 게이트 배선(115)에서 분기되는 " ㅁ" 자형 게이
트 전극(115a)을 형성한다.

그 후, 상기 " ㅁ" 자형 게이트 전극(115a)을 마스크로 하여 반도체층(113)에 불순물을 이온주입하여 소스/드레인 영
역(113a,113c)을 형성한다. 이때, 불순물 이온이 주입되지 않은 게이트 전극(115a) 하층의 반도체층은 " ㅁ" 자형의 
채널영역이 된다.

이어, 도 4d에서와 같이 상기 게이트 전극(115a)을 포함한 전면에 실리콘질화물 또는 실리콘산화물을 도포하여 층간
절연막(116)을 형성하고, 상기 소스/드레인 영역(113a,113c)이 노출되도록 상기 층간절연막(118)과 게이트 절연막
(115)을 차례로 제거하여 제 1 콘택홀(120a) 및 제 2 콘택홀(120b)을 형성한다.

계속하여, 도 4e에서와 같이 상기 제 1 콘택홀(120a) 및 제 2 콘택홀(120b)이 매립되도록 상기 층간절연막(116) 상
에 저저항의 금속을 증착하고 사진시각공정으로 패터닝하여 상기 게이트 배선(115)과 교차하는 데이터 배선(117) 및 
상기 제 1 콘택홀(120a) 및 제 2 콘택홀(120b)을 통해 소스/드레인 영역(113a,113c)과 연결되는 소스 전극(117a) 
및 드레인 전극(117b)을 형성한다.
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여기서, 서로 수직 교차하는 상기 데이터 배선(117)과 게이트 배선(115)은 복수의 화소영역을 정의하고, 상기 두 배선
의 교차지점에 형성된 반도체층(113), 게이트 전극(115a), 소스/드레인 전극(117a,117b)은 폴리실리콘 박막트랜지
스터를 이룬다.

다음, 도 4f에서와 같이 상기 소스/드레인 전극(117a,117b)을 포함한 전면에 BCB, 아크릴 수지 등의 유기절연막 또는 
실리콘산화물, 실리콘질화물 등의 무기절연막을 소정 두께로 증착하여 보호막(118)을 형성하고, 상기 보호막(118)을 
선택적으로 제거하여 드레인 전극(117b)이 노출되는 제 3 콘택홀(121)을 형성한 후, 상기 보호막(118) 상에 상기 제 
3 콘택홀(121)을 통해 드레인 전극(117b)과 연결되는 ITO(Indium Tin Oxide) 재질의 화소전극(119)을 형성한다.

다음, 도시하지는 않았지만 제 2 기판의 소정 부위에 빛샘 방지를 위한 블랙매트릭스를 형성하고, 상기 블랙매트릭스 
사이에 색상 구현을 위한 R,G,B(red, green, blue)의 컬러필터층을 형성한 뒤, 상기 컬러필터층 상에 ITO 재질의 공
통전극을 형성한다.

마지막으로, 상기 제 1 기판과 제 2 기판을 대향합착하고 그 사이의 수 μm의 공간에 액정을 주입하고 액정 주입구를 
밀봉처리하면 폴리실리콘을 포함하는 액정표시소자가 완성된다.

    발명의 효과

상기와 같은 본 발명의 폴리실리콘 박막트랜지스터 및 그 제조방법 그리고, 이를 적용한 액정표시소자의 제조방법은 다
음과 같은 효과가 있다.

첫째, 채널영역을 " ㅁ" 자형으로 구현함으로써 작은 액티브 영역으로 높은 온-커런트를 가지고, 채널의 저항을 줄일 
수 있다.

따라서, TFT소자의 집적화에 따른 협소한 채널의 문제점을 해소하는 등 같은 면적으로 더 높은 집적도를 가지는 효과
가 있다.

둘째, " ㅁ" 자형의 채널을 가진 액정표시소자는 기존의 채널폭보다 훨씬 길어지므로 소자가 고집적화되더라도 온-커
런트가 감소하거나 문턱 전압이 높아질 우려가 없다.

따라서, 고집적화에 따른 액정표시소자의 신뢰성이 향상된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판;

상기 기판 상에 형성된 폴리실리콘층;

상기 폴리실리콘층 상부에 절연되어 형성되고 폐쇄된 고리 형태를 가지는 형태의 게이트 전극;

상기 게이트 전극 내부 공간의 폴리실리콘층에 불순물이 주입되어 형성된 드레인 영역과 상기 게이트 전극 외부 공간의 
폴리실리콘층에 불순물이 주입되어 형성된 소스영역;

상기 소스영역 및 드레인 영역과 연결되는 소스전극 및 드레인 전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 폴리실리
콘 박막트랜지스터.

청구항 2.
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제 1 항에 있어서, 상기 기판 상의 표면에 버퍼층이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터.

청구항 3.

제 3 항에 있어서, 상기 게이트 전극은 " ㅁ" 자 형상인 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 게이트 전극 하부의 폴리실리콘층이 채널층인 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터.

청구항 5.

기판 상에 폴리실리콘층을 형성하는 단계;

상기 폴리실리콘층을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계;

상기 폴리실리콘층 상부의 절연막 상에 폐쇄된 고리 형태의 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극 내부 공간의 폴리실리콘층에 불순물을 주입하여 드레인 영역을 형성하고, 상기 게이트 전극 외부 공
간의 폴리실리콘층에 불순물을 주입하여 소스영역을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극과 절연되어 상기 소스/드레인 영역에 연결되는 소스/드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어
지는 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방법.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 불순물의 주입은 동시에 이루어지는 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방
법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서, 상기 폴리실리콘층을 형성하는 단계는,

상기 기판 상에 비정질실리콘층을 형성하는 단계와,

상기 비정질실리콘층을 결정화하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막트랜지스터의 제조방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 비정질실리콘층을 형성하기 이전에 버퍼층을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 폴리실리콘 박막
트랜지스터의 제조방법.

청구항 9.

제 1 기판 상에 폴리실리콘층을 형성하는 단계;

상기 폴리실리콘층을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계;

상기 폴리실리콘층 상부의 절연막 상에 폐쇄된 고리 형태의 게이트 전극을 형성하는 단계;
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상기 게이트 전극을 마스크로 하여 불순물을 주입함으로써 소스/드레인 영역을 형성하는 단계;

상기 소스/드레인 영역과 연결되는 소스/드레인 전극을 형성하는 단계;

상기 드레인 영역과 연결되는 화소전극을 형성하는 단계;

상기 제 1 기판에 대향하도록 제 2 기판을 합착한 후, 그 사이에 액정을 주입하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특
징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서, 상기 게이트 전극과 동시에 게이트 배선을 형성하는 단계와,

상기 소스/드레인 전극과 동시에 상기 게이트 배선에 교차하는 데이터 배선을 형성하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 
액정표시소자의 제조방법.

청구항 11.

제 9 항에 있어서, 상기 게이트 전극을 포함한 전면에 층간절연막을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 
제조방법.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 층간절연막은 실리콘질화물 또는 실리콘산화물을 재료로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표
시소자의 제조방법.

청구항 13.

제 9 항에 있어서, 상기 소스/드레인 전극을 포함한 전면에 보호막을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 
제조방법.

청구항 14.

제 13 항에 있어서, 상기 보호막은 실리콘질화물, 실리콘산화물, BCB 또는 아크릴 수지를 재료로 형성하는 것을 특징
으로 하는 액정표시소자의 제조방법.
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도면

도면 1
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도면 2
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도면 3

도면 4a

도면 4b
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专利名称(译) 多晶硅薄膜晶体管，其制造方法以及使用其的液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 KR1020020089944A 公开(公告)日 2002-11-30

申请号 KR1020010029050 申请日 2001-05-25

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 HAN SANGSOO
한상수

发明人 한상수

IPC分类号 G02F1/136

代理人(译) 金勇
新昌

其他公开文献 KR100425158B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

多晶硅薄膜晶体管及其制造方法，以及使用该多晶硅薄膜晶体管的液晶
显示装置的制造方法技术领域本发明涉及多晶硅薄膜晶体管，其制造方
法以及使用其的液晶显示装置的制造方法，更具体地形成在基板上的多
晶硅层;形成在多晶硅层上的栅电极，以便绝缘并形成闭环形状;以及形成
在多晶硅层上的栅电极，通过将杂质注入到栅电极的外部空间中的形成
的漏区和多晶硅层中形成的源区，以及连接到源区和漏区的源电极和漏
电极。      2 指数方面 多晶硅TFT，短沟道，密度，导通电流

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a538b27c-09e9-4832-9a85-1352f59b632b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027706500/publication/KR20020089944A?q=KR20020089944A

